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LUU PUGQC SAN XUAT BANG QUY TRINH NAY

(57) Sang ché dé cap dén quy trinh san xuat chip loc vi luu trén dé silic béng phuong phap
khic sau (Deep reactive ion etching - DRIE) sir dung ion phan tng voi bé mat dé silic va
két ndi dé silic véi nap mica phia trén. Quy trinh nay bao gém cac budc: chuan bi nguyén
vat liéu; lam sach dé silic dé loai bo cac tap chit; quang khic va phin xa tao 16p mang
mong bac dong vai tro 1a 16p mat na cho budce kha"lc sau; khic sau mat dé silic béng thiét bi
khac sdu ion phan tng; két ndi mat dé silic vi nap mica phia trén va 6ng din chat luu.
Sang ché ciing d& cap dén chip loc vi luu thu dugc tir quy trinh néu trén, trong do6 chip nay
thich hop dé loc vi hat ¢6 kich thuéc nhé hon 25 pum.



34913

Linh Vl,rc k§ thuit dwoc dé cap

Séang ché thudc linh vuc vi dién tir, cu thé 1a dé cap quy trinh san XuAt chip loc

vi luu trén dé silic va chip loc vi luu duoc san xudt bang quy trinh nay.
Tinh trang k§ thuét ciia sang ché |

| Chip loc vi luu 1a mét dang chip vi 1dng, day la tén goi chung cta nhiing linh
kién, thiét bi c6 kich thudc nhé bao gdm mot hay nhidu kénh din vi luu c6 nhiém vu
didu khién, kiém soat dong chay c6 dung tich nhé (ul, nl, ...) dap tng duoc Ih@t hay
nhidu chirc ning khac nhau.

D biét, c6 rit nhidu quy trinh ché tao chip loc vi luu trén dé silic, nhung ché tao
bing phuong phap khic sau (Deep reactive ion etching - DRIE) st dung ion phénﬁng
v6i bé mit dé silic va lién két bam dinh gitra dé silic v6i nip mica phia trén thi chua c6
cong bd nao dé cap dén.

Ban chét k§ thuit ciia sang ché
v Muc dich bﬁa sang ché 1a tao ra chip loc vi luu trén dé silic dé ung dung vao
nhidu linh vire khéc nhau va quy trinh ché tao chip loc vi luu nay.

Pé thuc hién muc dich nay, sing ché d& xuit quy trinh san xuét chip loc vi luu
trén dé silic bing phwong phép khic sau (Deep reactive ion etching - DRIE) sir dung ion
phén ng vi bé mit dé. Quy trinh ndy gdm cac budc sau:

Budc 1: chuén bi nguyén, vat liéu gdm axit sulfuric 95-97%, hydro peroxit 30%,
axit flohydric 40%, axeton 99%, etanol 99%, dé silic don tinh thé, hexarhetyldisilazan
(HMDS), nudc khtr ion (nude DI - Deionized water), cht can quang loai 4m ma-N
1410, chit hién anh ma-D 533/8, chét can quang loai 4m SU-8 3010, dng viton;

Bude 2: 1am sach dé silic dé loai bo céc tap chét kim loai, oxit, cic chét hitu co,
bui bin bam trén bé mit dé bing cach ngdm dé silic trong dung dich piranha (H2SO4
va HyO2) v6i ty 18 thé tich 14 3:1 trong 5 phut, sau d6 trang nude khir ion (hay con goi
1a nuéc DI - Deionized water), tiép theo ngdm 10 gidy trong dung dich HF 5% rdi
trang nude DI, tiép dén ngdm 5 phut trong axeton, ngdm tiép 5 phit trong etanol rdi
lai trang nudce DI, sau d6 ngdm 10 gidy trong HF 5% roi tréﬁg nugce DI va thdi kho

~ bing khi N, cubi ciing nung dé silic & 200°C trong 30 phiit;
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Budc 3: quang khéc va phtin xa tao 16p mang mong bac trén bé mit dé silic dé
tao 16p mit na cho budc khic sdu bing cach phii xoay 16p hexametyldisilazan (HMD S)
1én bé& mat dé Si, sau d6 tiép tuc phu xoay 16p chat can quang loai 4m ma-N 1410 lén
bé mat dé Si rdi nung mAu & nhiét d6 100°C trong 90 gidy, tiép theo tia tir ngoai c6
bude séng 365 nm duge chiéu xuyén qua mit na 1én bé mit mau & ché @6 tiép xuc
cung béng thiét bi soi m3t na roi nung miu & nhiét d6 100°C trong vong 90 gidy, tiép
dén ngadm mau trong dung dich hién 4nh ma-D 533/S trong 60 gidy 1di duoc rira lai
bang nude DI va thdi kho bing khi Ny, sau d6 tiép tuc nung méu & nhiét dcf) 100°C
trong 30 phit rdi dé ngudi & nhiét d6 phong trude khi duge phun xa 16p mang Iﬁéng
bac bang thiét bi phuin xa Leybold Univex 350, cudi ciing, ngdm mau trong axeton dé
chit nay hoa tan chét can quang, khi d6 16p mang moéng bac n3m trén chét can quang
bi kéo dira kh(’)i_bé mit dé Si, con 16p mang méng bac duge phu trén dé silic thi duge
gitt lai; |

Budc 4: khic sau mit dé silic bang thiét bj khic sau (DRIE) dén d¢ sdu nhit dinh

theo cac thong s trong Bang sau:

Théng sb quy trinh Buwéc phu Budée khiic Pon vi

Luru Irong khi C4Fs 85 0 scem (hay con
goi 1a cm®/phut) -

Luu Iugng khi SFs 0 130 sccm
Luu luong khi O, 0 0 sccm
Po mé van 36 36 %
Cong suét plasma 600 600 W
Céng suét bias 0 60 Y
Ap sudt khi heli lam mat 2500 2500 Pa
Thoi gian | 2 3 gidy
S6 chu ky 400 400 chuky
Thoi gian chuyén tiép 1 1 giéy

Sau d6, loai bdé kim 1oai bac con du bing cach ngam dé silic trong dung dich
piranha (H2SO4 va H202 v6i ty 16 thé tich 1a 3:1) trong 5 phut; -
Buéc 5: két ndi mit dé silic voi ndp trén va dng din dé hoan thanh chip loc vi

Iwu hoan chinh bang cich gia cong mot ndp bing vat lidu mica, sau d6 dung laze dé cat
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tao 2 13 tréng trén nip mica nham két nbi V(’ﬁ 6ng dan chat luu, duong kinh 2 16 nay 13
1,5 mm (c6 thé didu chinh cho phit hop véi kich thudc dng dan chit luu), tiép theo phu
mdt 16p méng SU-8 1én nip mica bing phuong phap phu xoay, cudi cﬁhg ép éhaflt dé
silic véi ndp mica va hai dng viton rdi gia nhiét 120°C trong vong 1 gid, dudi tic dung
gia nhiét SU-8 déng vai tro la 16p keo giup cho céc chi tiét bam dinh v&i nhau tao thanh
chip vi luu hoan chinh. B -
M& ti vén tit hinh vé

Hinh 1: thé hién quy trinh san xuét chip loc vi luu hoan chinh.
M3 ta chi tiét sang ché | |

Nhu d4 trinh bay & trén, quy trinh san xuét chip loc vi luu gbm 5 buéc:

Buéc 1: chuan bi nguyén, vat liu gom:

Nguyén vit licu Cﬁng thirc phan tir Khoi lwong phan tir
Axit sulfuric 95-97% H,S04 98,08 g/mol
Hydro péroxit 30% - H0 | 34,01 g/mol
Axit flohydric 40% | HF 30,01 gmol
Axeton 99% | ~ CH:COCH; 58,08 g/mol
Etanol 99% C.HsOH 46,07 g/mol
D& silic don tinh tha loai p | St 28,09 g/mol
Hexametyldisilazan (HMDS) C6Hi§NSi2 161,39 g/moi |
Nﬁc’rc khir ion (nudc DI - Deionized H,O 18,02 g/mol
water) ‘
Chét can quang loai 4&m ma-N 1410
Chit hién anh ma-D 533/S
C.hét can quang loai am SU-8 3010
Ong viton

Budc 2: 1am sach dé silic d& loai bd cac tap chét kim loai; oxit, cac chat hitu co,

bui bin bam trén bé mit dé bang cdch ngdm dé silic trong dung dich piranha (H2SO4 va
H0,) v6i ty 16 thé tich 1a 3:1 trong 5 phut, sau d6 trang nudc khir ion (hay 'cc‘)n goi la
nuée DI - Deioniied water), tiép theo ngam 10 gidy trong dung dich HF 5% r(‘A).i trang

nuge DI, tiép dén ngdm 5 phﬁt trong axeton, ngam tiép 5 phut trong etanol 1di lai trang
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nuéce DI, sau d6 ngdm 10 gidy trong HF 5% rdi trang nu6e DI va thdi kho bang khi Ny,
cu01 ciing nung dé silic & 200°C trong 30 phut; B . | .

Budc 3: quang khéc va phun xa tao 16p mang mong bac trén bé mit dé silic de
tao 16p mét na cho budce khic sau bang cach phi xoay 16p hexametyldisilazan (HMDS)
1én bé mat dé Si, sau d6 tiép tuc phi xoay 16p chét can quang loai 4m ma-N 1410 Ién bé
mat dé Si roi nung miu & nhiét @6 100°C trong 90 giéy, tiép theo tia tir ngoai c6 buée

" s6ng 365 nm duoc chiéu xuyén qua mit na lénvbé mat mau & ché do tiép xuc ciing bﬁng
thiét bi soi mit na rdi nung mau & nhiét do 100°C trong vong 90 gidy, tiép dén ngam
mau trong dung dich hién 4&nh ma-D 533/S trong 60 gidy rdi dwgc rira lai bang nuée DI
va thdi kho bang khi No, sau d6 tiép tuc nung mau & nhiét dd 100°C trong 30 phit rdi
dé nguoi & nhiét do phong trude khi duge phﬁn xa 16p mang mong bac bang thiétvbi

“phun xa Leybold Univex 350, cubi cing ngdm mau trong axeton dé chét nay hoa tan
chit can quang, khi d6 16p mang méng bac nam trén chét can quang bi kéo di ra khoi bé
mit dé Si, con 16p mang méng bac duge phu trén dé silic thi duge gitr lai;

Budc 4: khic sau mat dé silic bang thiét bi khac sau (DRIE) dén do sau nhét dlnh

theo céac thong sd trong Béang sau:

Thong sp quy trinh Buwéc phu Budée khic Don vi
Luru lugng khi C4Fs 85 0 scem (hay con
‘ goi 1a cm®/pht)
Luu lugng khi SFe 0 130 - sccm
Luu lugng khi O 0 0 sccm
D6 mé van 36 36 % -
Cong suit plasma 600 600 Y
Céng sut bias 0 60 W
Ap suét khi heli 1am mat 2500 2500 Pa
[ Thot gian | 2 3 oy
S6 chu ky 400 400 chu ky
Thoi gian chuyén tiép 1 1 giéy"

Sau d6, loai b6 kim loai bac con du béng cach ngam dé silic trong dung dich
piranha (H2804 va HyO2 véi ty 16 thé tich 1a 3:1) trong 5 phut; o
Bude 5: két ndi mit dé silic v&i ndp trén va 6ng din dé hoan thanh chip loc vi

luu hoan chinh bang cach gia cong mot ndp bang vat liéu mica, sau d6 dung laze dé cat
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tao 2 18 tréng trén ndp mica nhim két néi véi ong dan chét Iuvu, duong kinh 2 18 nay 13
1,5 mm (co thé didu chinh cho phu hgp véi kich thuéc bng dan chét luu), tiép theo phu
mdt 16p mong SU-8 1én nip mica bang phuong phap phu xoay, cudi cing ép chat dé
silic v6i nip mica va hai éng viton rdi gia nhiét 120°C trong vong 1 gio, dudi tac dung
gia nhiét SU-8 dong vai tro la 16p keo gitip cho cdc chi tiét bam dinh véi nhau tao thanh
chip vi luu hoan chinh. -

| Sau do, chip loc dugc kiém tra béng céch cho tién hanh loc thit véi hon hop gitta
bin va dat sét trong nude, ¢6 nhiéu vi hat v6i kich thuée khac nhau tir Véli um cho dén
vai chuc um. Sir dung bom nhu dong FH10 ctia hang Thermo Scientific két ndi véi chip
loc vi luu. Kich thudc vi hat truée va Sau khi loc duge kiém tra, do dac béng kinh hién
vi quang hoc va kinh hién vi dién tir quét (SEM). Vi hat sau khi loc déu ¢6 kich thuéc &

“murc dudi 25 um, tic 13 chip loc vi luu d4 hoan chinh.

Y nghia va hiéu qua ciia viéc thue hién sang ché

Chip loc vi luu noi riéng ciing nhu chip vi luu néi chung con kha méi va rat hitu
ich d6i v6i nganh khoa hoc va cong nghé Viét Nam. Chip vi luu c6 thé dugc tmg dung
trong sinh hoc, y hoc, héa hoc, vat ly... nhu loc t.é'be‘lo, loc vi hat, bét gt té bao ung
thu, kiém soat dong chét lvu ting dung trong héa hoc hay vat ly... Co thé thy ring, chip
vi lvu mang dén co hoi phat trién va Umg dung cho rt nhiéu linh vuc khéac nhau vao doi
séng. Trong tuong lai sép téi, chic chin s& ¢o rat nhiéu thiét bi y hoc, sinh hoc, héa
hoc... cin dén céc thiét bi chip vi luu néi chung hay chip loc vi luu néi riéng nhim gitp
kidm soat hay ting d chinh x4c ctia céc thi nghiém phan tich y sinh, cac phan Gng hba

hoc, hay truyén dan thubc.

Vi du thuc hién siang ché |
Nhu d3 trinh bay & trén, quy trinh san xuét chip loc vi luu gdm 5 bude:

Budc 1: chuan bi nguyén, vat liéu gom:

Nguyén vit liéu | Cong thirc phan tir Khéi lwong phan tir| S6 hrgng
Axit sulfuric 95-97% HS0: 798,08 g/mol 120 ml
Hydro peroxit 30% 20, 34,01 g/mol A0ml
Axit flohydric 40% HF T 200l g/mol | 20ml
Axeton 99% CH;COCH;3 58,08 g/mol 160 ml
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Etanol 99% ’ C2HsOH 46,07 g/mol 80 ml
Dé silic don tinh thé loai p,. Si | 28,09 g/mol 1d
duong kinh 4 in xo (inch) | | (wafer)
Hexametyldisilazan CeH19NSi2 161,39 g/mol 5 ml
(HMDS)
Nudc khir ion (nugce DI - H>O | 18,02 g/mol Khoéang -
Deionized water) _ i 250 ml
_[Chét can quang loai Am ma-N 5ml’
1410 o
Chat hién anh ma-D 533/S | | 80 ml
Chét can quang loai 4am SU-8 | Khoang
3010 ‘ ﬁ 6 ml
Ong viton | . | Tuyvao
muc dich
st dung

V6i sb luong nguyén vt lidu ké trén c6 thé ding _dé san xuét 27 chip loc vi luwu trén 1
| dé (wafer) silic cc')‘ duong kinh 4 inch.

Bude 2: lam sach dé silic dé loai bé cac tap chét kim loai, oxit, cac chét hitu o,
bui ban bam trén bé mat dé bing cich ngim aé silic trong 80 ml dung dich piranha
(H2S04 va Ho0,) véi ty 18 thé tich 1a 3:1 (60 ml H2SO4 va 20 ml H202) trong 5 phit, rdi
trang nude khir ion (hay con goi 13 nude DI - Deionized water). Sau do, hgém dé silic
trong 10 gidy vao khoang 80 ml dung dich HF 5%, dugc pha long tir 10 ml HF 40% va
khoang 70 ml nu6e DI, rdi trang nuée DI Tiép dén, ngam 5 phut trong 80 ml axeton
ngam tiép 5 phiit trong 80 ml etanol rdi lai trang nuéc DL Tiép theo, ngam 10 gidy trong
khoang 80 ml HF 5%, dugc pha loﬁng tir 10 ml HF 40% va khoé'ng 70 ml nude DI, rdi
trang nudce DI va th6i kho »belmg khi Ny, cudi ciing nung dé silic & 200°C trong 30 phut.

Bude 3: quang khic va phin xa tao 16p mang mong bac trén bé mat dé silic dé
tao 16p mat na cho budc khic sdu bang cach phi xoay 16p Hexamethyldisilazane
(HMDS) Ién bé mit dé Si. Quy trinh ndy duoc tién hanh bing céch nhé 5 ml HMDS 1én
b& miit Si, sau d6 xoay dé véi tde do 3000 vong/phut trong 30 gidy dé HMDS trai déu
trén bé mit dé Si. Tiép theo, tiép tuc phi xoay 16p chét can quang loai am ma-N 1410
1én bé mit dé Si v6i quy trinh twong tw nhu khi pht xbay HMDS, rdi nung mau. & nhiét
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d6 100°C trong 90 gidy. Tiép dén, tia tir ngoai c6 budc séng 365nm dugce chiéu sang
xuyén qua mét na 1én b& mit mau & ché do tiép xuc cing (hard contact) bang thiét bi soi
mit na (Mask aligher), 16i miu dugc nung & nhiét do | 100°C trong vong 90 gidy. Sau do,
| ngam mAu trong 80 ml dung dich hién anh ma-D 533/S trong 60 gidy, rdi miu dugc rira
lai bang nuée DI va théi kho bang khi N. Tiép tuc nung miu & nhiét &6 100°C trong 30
phut, rdi dé ngudi & nhiét @6 phong trude khi duge phin xa 16p mang mong bac bang
thiét bi phun xa Leybold Univex 350. Cudi ciing, ngdm mau trong 80 ml axeton dé chét
ne‘iy hoa tan chét can quang,v khi d6 16p mang moéng bac nim trén chét can quang bi kéo
di ra khoi bé mit miu Si, con 16p ming rriéng bac dugc phu trén dé silic thi duoc gitr
lai. | | )
Budc 4: khic sdu mit dé silic bing thiét bi khic sau (DRIE) dén do sau nhét dinh

theo cac thong sb trong Bang sau:

Théng so quy trinh Bwée phit Buéc khic Do’h vi
Luu lugng khi C4Fs 85 0 scem (hay con
goi 1a cm®/pht)
Luu lugng khi SFe 0 130 scem
Luu lugng khi O 0 0 “sccm
bd md van 36 36 %
Cong sut plasma 600 600 W
Céng sut bias 0 60 w
Ap suét khi Heli lam mat 2500 2500 Pa
Thoi gian . 2 - 3 - gidy
| S6 chu ky 400 400 chu Ky,
Thoi gian chuyén tiép 1 1 gidy

Sau d6, loai bd kim loai bac con du bing cach ngdm dé (wafer) silic trong 80 ml dung
dich piranha (HxSO4 v H>O; véi ty 16 thé tich 12 3:1) trong 5 pht. | o
Budc 5: két ndi (bonding) mit dé silic véi ndp trén va dng d?m_dé hoan thanh
chip loc vi Iuu hoan chinh béng cach gia cong mot nap bang vat liéu mica, sau d6 dung
laze @8 cét tao 2 13 tréng trén nip mica nhim két nbi v6i 6ng din chit luu, dudng kinh
2 15 ny 14 1,5 mm (c6 thé diéu chinh cho phi hop véi kich thuéc ong dan chét lru).
Tiép théo, phtt mot 16p méng SU-8 1é€n nép mica béﬂg phuong phép phu xoay, cubi cliing

ép chat dé silic véi nép mica va hai bng viton rdi gia nhiét 120°C trong vong 1 gid. Dudi
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tac dung gia nhiét, SU-8 dong vai tro 1a 16p keo gitip cho cac chi tiét bam dinh v6i nhau
tao thanh chip vi luu hoan chinh. Bu6c nay tén khoang 6 ml SU-8 dé két dinh 2 éng

viton, mdt nap mica va mat dé silic.
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Yéu ciu bio hd
1. Quy trinh san xuét chip loc vi luu trén dé silic bang phuong phéap khic sau (Deep
reactive ion etching - DRIE) st dung ion phén ing véi bé mit dé gdm:

bude 1: chlién bi nguyén, vat liéu gém axit sﬁlfuric 95-97%, hydro peroxit 30%,
axit flohydric 40%, axeton 99%, etanol 99%, d¢ silic don tinh thé, hexametyldisilazan
(HMDS), nu6c khir ion (nude DI - Deionized water), chit cin quang loai Am ma-N
1410, chAt hién anh ma-D 533/S, chit can quang loai 4m SU-8 3010, 6ng viton;

budc 2: 1am sach dé silic d€ loai bo cac tap chat kim loai, oxit, céc chét hitu co,
blji bén bam trén bé mit dé bing cach ngam dé silic trong dung dich piranha (H2SO4 va
H,0,) v6i ty 18 thé tich 12 3:1 trong 5 phat, sau d6 trang nu6e khir ion (hay con goi 12
nuée DI - Deionized water), tiép theo ngam 10 gidy trong dung dich HF 5% rdi trang
nuée DI, tiép dén ngam 5 phit trong eixeton, ngam tiép 5 phﬁt trdng etanol rbi lai trang
nude DI, sau d6 ngdm 10 gidy trong HF 5% rdi trang nuéc DI va thdi kho bang khi Na,

“cubi cing nung dé silic & 200°C trong 30 phit; | ‘

budc 3: quéng khéc va phtin xa tao 16p mang moéng bac trén bé mit dé silic aé
tao 16p mét na cho budc khflc sdu bang cach phfl xoay 16p hexametyldisilazan (HMDS)
1&n b& mit dé Si, sau do tiép tuc phi xoay 16p chat can quang loai Am ma-N 1410 1én bé
mit dé Si rdi nung mau & nhiét d§ 100°C trong 90 giéy, tiép theo tia tlr ngoai ¢6 budce
s6ng 365 nm duge chiéu xuyén qua mat na lén bé maf mAau & ché do tiép xtic cling bing
thiét bi soi mat na rdi nung mau & nhiét d6 100°C trong vong 90 gidy, tiép dén ngam
mau trong dung dich hién &nh ma-D 533/S trong 60 gidy rdi duoc rira lai bang nuéc DI
va théi kho bang khi Na, sau d6 tiép tuc nung mau & nhiét do 100°C trong 30 phit rdi
dé nguéi & nhiét d6 phong truge khi duge phin xa lop mang mong bac béng thiét‘ bi
phl’m xa Leybold Univex 350, cudi ciing, ngdm mAu trong axeton dé chét nay hoa tan
chit can quang, khi d6 16p mang méng bac nim trén chit can quang bi kéo di ra khéi bé
mat dé Si, con 16p mang mong baé duogc phu trén dé silic thi duogc gitt lai;

bude 4: khic shu mit dé silic bing thiét bi khic sau (DRIE) dén do sau dinh

truge theo cac thong sb trong bang sau:

Théng sé quy trinh Budre phii Budre khic Pon vi
Luu lugng khi C4Fs 85 o | scom (haycon
: ‘ | goi la cm®/phut)
Luu lugng khi SFe 0 130 sccm
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Luu lugng khi 0)) 0 0 sccm
P mé van 36 36 | %
Céng suat plasma 600 600 W
Cbng suat bias 0 60 \%
Ap suht khi Heli [am mat 72500 2500 “Pa
Thoi gian 2 3 gidy
S6 chu ky - 400 400 chu ky
Thoi gian chuyén tiép 1 1 gidy

sau do6 loai bé kim loai bac con du bang cach ngam dé silic trong dung dich piranha
(H2804 va Ha0, v6i ty 18 thé tich 1a 3:1) trong 5 phut;

bude 5: mat dé silic Véi nép trén va 6ng dan dé hoan thanh chip loc vi luu hoan
chinh bang cach gia cong mot ndp bang vat liéu mica, sau d6 dung laze dé cit tao 2 18
tréng trén nip nhdm két nbi véi dng din chit luu, dudng kinh 2 15 nay l1a 1,5 mm (cé
thé didu chinh cho phi hop v6i kich thude éng dan chat luu), tiép theo .phﬁ mot 16p
moéng SU-8 Ién nip mica bfing phuong phap phu xoay, cubi cung ép chat dé silic vi
nép mica va hai bng viton rdi gia nhiét 120°C trong vong 1 gid dé tao thanh chip vi luu
hoan chmh c6 thé loc 14y vi hat c6 kich thuéc nhé hon 25 pm. |
2. Ch1p loc vi luu thu duge tir quy trinh theo diém 1, trong d6 chip nay c6 thé loc lay vi
hat ¢6 kich thuéc nhoé hon 25 pm. '
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Hinh 1

| Dé silic sau khi dugc lam sach

, Chat can quang dugc phu xoay
* 1én trén dé silic

Nguon sang UV

m— w— e\ [3y dugc chiéu tia tir ngoai

L 2B 2B 4 Y ¥ ¥

xuyén qua 16p mit na

~ Méu duge ngdm trong
dung dich hién anh

Phan xa tao 16p mang méng bac

Ngim mau trong axeton dé hoa
tan chat cam quang

Khéc sau (DRIE) mit dé silic

« Silic

Ngam mau trong dung dich | Chét can
. 2 . v oy =uums

piranha dé loai bo 1op bac quang

Kbt nbi mit dé silic véi ndp mica, |~ BaC

hoan chinh chip loc vi luu Mica
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